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摘要(译)

本发明提供了一种稳定性好、能够提供器件的亮度效率和寿命的三芳胺
类空穴传输材料及其制备方法。本发明目的三芳胺类空穴传输材料，包
括化合物N，N’-二苯基-N，N’-二(4-(9H-咔唑)联苯基)-1，1’-联苯-4，4’-
二胺。本发明的三芳胺类空穴传输，由于其材料内部不含有高对称性结
构，可以提高薄膜无定形态的稳定性，因此，作为空穴传输层应用于有
机电致发光器件，可以提高空穴在器件中的传输速率，并有效地将电子
阻挡在发光层内，实现载流子的最大复合，同时降低空穴在注入过程中
的能量势垒，从而提高器件的亮度效率和寿命。
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